
g RJLSlRJL51RJiS1faJ[51 




RJL51 [HIL51 RJ15] 



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS ' 
REPUBLIC OF CHINA 

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this 

/ 

office of the application as originally filed which is identified hereunder 



n 



a 



Application Date 
ApplicatiorT~No. 



f 



n 



© to 2003 if - 03 £ 17 g 
092105779 



Appl icant(s) 




v 



Director General 



r 



/ 






tXB*j: Sit 2004 ^ I 

Issue Date 



^ 12 8 




Serial No. 



( 



\s\\s] \s\\sl ETpD 5ueI [sue] 5uh1 Qnpi] Es^ EnriD rJOal tsffs] BipD 




• 1 



t nam 





+ X 












(tt) 


1. *MJtife 

2. ^$3$ 
3. 


> 


it & 


1. Chun-Chieh Lin 

2. Lan-Lin Chao 
3-Chia-Hui Lin 


(£-4/0 




I . | ^p" P\4 E£j I if tj. | *^ 1=1 1 " Um ' *^ t=l 1 " 


^ T X- J 


1. & f!pS® / >ii£6#i^_h.A«S-284^.32St3«. 

2. ^JbWaj&R.*mil#R.**.s*--2-«tl25^6ife6*l 

3. #r-MrTp3fc41«8-- -&376«-327ft5* 




X) 


1. 
2. 

3. 




(tx) 








1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 






1 rb it B G5I TW 
1. T P^EsI IVY 




(t X) 


1. #r4t^x. # SI K SI St t tfr#*a I s ] ) 






1. 

■ 




(tx) 


i. 5&js« 






1 . Chung-Mou Chang 



ILitffliWKiW 





1 K 



t nam = 


IPC3~8i 







(flJ:Mlii^*tt) 



4. Fu-Liang Yang 



#■18 A 
(*4A) 



H » 



4. + TW 



(t X) 



4. *r>Hr-lr A&msm&*-3 



4. 



(*UA) 



(t x) 



x) 



ft* A 



-ft* A 




1 



* 21 



— ij£ H Ok % ^(crown-type capacitor) & & Q ik 3" 

*«&^--^*ft4tA; «l *t « ^ H*. t % • # ?'J a* 4- ^ 

J&il#£p^£ ' f S ^ f ^ ' « 1 'fi ^ f I ^ T f 



42 2- & & >§ » 
4 2 8- « #4 ># > 

43 0- T % & % ° 




0503-8058TWF(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



£31 



t if a m 



B *J : 



3P# a & : 




0503-8058TWF(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



$41 



2-*&WiSL*n (1) 

IM ^ - ft S lUt t i(crown-type capacitor) A $L ife 3r 



[ *, M & m ] 

#r # it ' i#4.AMLJi** tfjDRAM te. jfc * 7b A £ * * 

- % a a a f£T jfo - % ft m j& ' $ 1 | 6^ t ^ t I ^ 

• € a a a «T ft ( sou r ce ) ft 5% * *J - A 
(bit line, BL) f» ft tt(drain) i|#S|-t*C«Tttt 
(bottom electrode) • flq M ft(gate) R'J it * fJ - # A W ? 

7t.^(word line, WL) • € 6<i it*(top electrode) 

ft it & $»] — m 5t € * * ( #'J *° 4£ ) 

M Ffib £ - tf* € # ° 

|: t ' a^j^f-^^^^il ft 4& it 

$ o ^A^is^iijffiit^fsc^f^t - - *■ /b 

■fr Jf #J # £. ' - ^lt^Tf#^**t ° * ^ *fr € 
#J & & • 3ft**iftW**Mie,*.ffl**tt'fr** ' 
fl& * £ /£. it # * FR- #J #J «S * ' t ft % M #) M- Jk >b ^50 
Bf > ^T^S^Jl^^-^I^^Cdirect carrier 



tfn T € #o _L *t 

H m (refresh) &] m 
— %j ! A '> 



tunneling) rTn JL i j§ A #J 



13 itb 





0503-8058TWF(N1) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



% 5 I 



m #> & «r ft ' Ha^fh ^£ 



i - &Wi$L*ft (2) 

¥3 -t 4 - 

£ # *fc * - -ff * -ft Tfc(lMB) ttDRAM * * + ■ -_*t £ 
*'J 18 — & £ ffl 6«i « & *- ** # t ' ^RpStlfttt-f-ftai^S- 
(planar-type capacitor) 0 & *n • ^ ® % % % ^ * 

i • /^ait^iftffl^a^raii*A*#'fb 41DRAM to # #) 

it # • A & ft * 4b 6^ DRAM • frj *» * # A ^ 1 6M to /t #J 
tt # «■ * * ' «*««IiSfi»t*** ' *J *» # 31 
(trench t y p e ) & *fc 4 ^ ( s t ack t y pe ) tfj % % it -It it # 0 
ft A *k *»] CO *# * *l # *t at- ♦ * s& it *b & A £ 2- a a B 
defects) » it & ft € flit # fr> ft U ¥ it # 4± f • 



J. fit % C3 



f *g ( a s p e c t r a t i o ) #j if ^ ' ^- *J it ^ 

BLft » t*fldttit^tiii^*» ' S *b * £ 

#r ^ # *r**Jb-#*«iie. 'It- 7b # sfe 4f at ft. ' * «l * it 
# ^ -t *» 'J- B £ to a ^ M 4& & ft A 4i € * 41 a #j 0 

^ ^ 6<j E ^ f ^(crown-type capacitor) > * ^ * ft *h #'J 
4La&^"5T«:^*St«I««-«* ' tit & 

4t # >fc # ' # #J A A ^6 4MB 44 to #j te. 'It # Ms I ^ t ^ 

#^te.'lt-^-7t4i^}R€^^^* ' & & 1£ £ ' * 





0503-8058TW(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



* 6 1 



i > & (3) 

*t 2& ^ • ffi, - # & |i a & $ 4b ^ S£ ' ^ 

*1 4fc # & $■] .h # £ *i n & tb tlf ' m a 3£ * *'J ^ 

^ T £ if t t B ^ I 2A ffi ^ £ 2F @| • a 

tfc flfl - ^ *o ^ jh fit. 4& # te. -It it ^ U Ml € ^ *L & %l 

m. ° *> % 2Afflm7F'^-4-^-flt & fe.200 ist* - *& ># 

228 ' * t >fr^fe2 00 f « it 

# • #J ioMOS € B B a It - & H 4b M ( LOCOS ) - ; gfc & *# Nb ^ 
(STI) # ' ^Fi^itb^^Tffi-fbffil^ ' >£j^-¥-£:#j£.te200 
4t 7F ^ 0 #■] ffl * #T *° « »J ^ ^ ^ A *fc * 2 2 8 ' ^ £ 

ffloftibsailfc«3gHii££*&. • ^**»^2Bffl^T7F • 

ft. ' jft - T € # 230 iJ'iI llittl. *B «t # 
228 - ji^Tt^^230_L^^-^tIyt250ffla^^.^li 
*J^-J»t««LT€*^2 30 4L^«p^*jL«* • ** * *» 2C 
S) m 7F • #£$fcja-^JS4b£;g. ' # Kfr T € # 2 3 0 a 4fc 
f£ jf 2 5 0 • ^ «JT*Tttt* 230 *l&^^ 228 4LW a 
A ^ £P &•) «p ^ ' it £- ft * « *fc >f 2 2 8 Tl )ft © > f5] b£ * 
Kfc 4fc * # 250 *P ° M ^ *» g 2D 99 #T ^ • 

& * ffr #■ it % 2E ffl ' g — =fc £k *J m ML # 228 a # &r T 
t^>f2304L^^^..^.>f228 ' l&7&%Lt;&A%&K%&& 

& % i% $• fl %2Y B ' ^Tt^^230^^®i-Kc^^ 




0503-3058TWF(N1) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd | 7 I 



i - (4) 

«. itb « ^ >5r ^ # °<f£^fei€^<S.^#*i^ ' S ^ € * 
X. tt 4£ A > iifiiTf^SII.|jii§^t • M. fa m $k 
}&Z-$L&> te#*#*&i&#228$t# — & « 8t £>J # 

Bfcr • *. |2G ffl Hfr * ' iS^**A*JfflTtft^230Sfta 

« & >i 2 2 8 ' *o # 2 H SI m ' ^ ^ i4 /£ <& Mt >§ 2 2 8 & ^ 





4f n£ 










o 












% M 


ifcb » # 




^ g 






. . 








* ft ^ 


5 


6£ is *A M ffl 


n* fl£ H* 


1 








lib 








JL fs] Brf" 




^ a » iL «r 




t 


m a* 


ft at 




t 








ft. * 




















































% it _L 


si. a # > 






«. * 


- 4ft 










t» H 




& # ^ te. -It 


* 70 ft 




> * 


i. * 






it 






it «r *p 


it 


# a* s Hfc « 


& T € 




r-i ' 


i 5 ^ it 




t 




^ «. 


it 
































# ^ ^ f& 


II 


fit ^ 


# % 


o£> 'fife 




it 




«. 


€ S- 


ft 




a* * # M 


M 






* it 






_L ft 


it 






& ft * eL ft 


: - * * 


It 












T t 








+ * It * A 


_L ; it 






iL 4T 




it 




^ T 


t 




J 




0503-8058TwF(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd | 8 1 



i > &Wi&W (5) 

^ _l • 

& t * # w 4l jl sit @ # .it n m m % m • t x # 

^ - & #'J ' jtR^/KTW « ^ ' #t *a t£ a/3 4co T : 



[ ir ^ * ] 

1f W : 

^r*^r«fe-ft^-«.'Iftft>t#-t. ' W *• ffl ^ 4 ft -f ^ *ft 
J# € e a a fi(MOSFET) & M Bfl 7t # -^DRAM tc # ° 

f* #- H * 4 A Si 5- # 4F ffl » a t ^ ^ f - ^ I It 

' ^--f^lt^^.400 ' -L*f*/fc-*i&JMb#402a#£ib 
7t # ^(active area ) ° 4££flc#*#/fc-ffllL'fb#404 - 
- *I B a a ^ >f 4 1 0 - -#4b**#(WSi x )412 - - ft, 4b ^ >§ 4 1 4 
A — HIL4b^>t416^ ' J££&ffl!fc^*#/£ — W ^ ( ga t e 
electrode) i£G • #>J ft it ffi & & ZkG t ft & ' # *£ # f 

it/v^^lt&^.400t ' a^j&ai#^*tt^aL^a • ^ 
ft#MW^4itG6<iWSJitt**^0tt$^^* - « 53 
fWi #3 4 1 7 ' #aM«^5tGf«»M^WHb«7417't^*#. • # 

*£ ^ * <ft «fe f ^ ^ 4- t£ & & 4& 4 0 0 t « ^ /& * # & 
;|£ jK. 4& & ' 5t /£ 4& if o H 4 0 8 * * 4 0 6 • J. itt 1& /& — € 




0503-8058TWF(Nl) : '.SMC2002-01 10 : Rita.ptd 



JZL > &WiSLW (6) 

la fit 7t # • # 

& £ ' ^ _t idC € a B a ft it # & & X — *& *jt 4* 

4 1 8 #n - 3fe ft >§ 4 2 2 • a ^ f^fe t ^ # ^ ^ ^ - .f ^ 
418#o--3&i&>§422 t «i M o( contact 

opening)424 » a&ib&*S&408##&« & • 4t i& ft >i 
4 2 2 _h jfo «3 W cr 4 2 4 S £r 4 # S & » 4 2 6 • 

*fc£408*&j&€44i£.# ° 4L&-k-tilt&>&400.t>;fc**#---*& 

* #42 8 > *t#B«fc>*428"sTU^«!t^:^,3*.^(SOG) » & 4t 
^ * j£ J^(BPSG) $ » 

& ^ ' m m wlm $l m *> « *j a # ai # *s #. # 4 2 8 # & 

*o # 4 B SI m 0 

^ & ' 3* — T € * >§ 4 3 0 £ m M <l± *b S & *& Mt >§ 
428ttA«D« ' Ji^Tt^>t430_L^^-^tI>t450ii 
4 ^ A f o 1^ . ffl M & & 4* ** ftl #W t^tlTtftl 

430^j£*P*te«* ' ife **» *4Ci /ffr » £ t t£ T t ^ 

# 4 3 0 & * t # # ^ #L a a a # ffn <S tl £ 4 5 0 a % - & Hi- # 
*t i& *& Mt # # 0 & ^ a — -f- is 4t U U ' a f ^ ^ 

m% (cmp) & # # ft '14 4l ^ sl m u m (rie) * 3- ^ # 

Pfc m M 4 2 8 TS 3P T € ^ # 4 3 0 JSL 31 # 4 5 0 » X & T * 
T « # 4 3 0 4l m m. % 4 2 8 60 M a M g & £p 4l £p ^ » J£ * 
*di*Stft#428*.Ui*jllS*.® ' Is]a^^-|^^^>t450 ^P^ • # 

* ^ tf #- Jl ^ 4E ffl ' Sfe 4t «. Mt ># 428 ^ $ ^ =k 4k U • 




O503-8058TWF(N1) : TSMQ0U2-0110 : Rita.ptd 



« 10 s 



T WTtfc* 430^ ^ 



£&*&MtiL*MP^3!!&Atei * 

itb S 4* #J tt, B 3 #J * > ttib^H *5B^*7r|l4DI 
^ _L «, S ' ^ifee*T*.#l^<&*fc-*4286<i^fliBt ' 4* ffl 
*.3p6B/*r5Ptti* PJ-PR If- £ * * 428 4l K * » * + ^ *J 
a 3ME >&4E' (a) & (£) 

428 6d ft a • *t^l»*7l ' *jF4L*4E 

428 &*--fc.*«l ' * t ^ T € *&430 * <fe #. >§ 428 flf ^ * 
^ « * it *T *P 428* itftlitfft*^ UftT*«Jl* t 
M Ml • 

— 't^H>€^442^L_L't^vt444 • it^l^^^'f^^ 

# ' ft & & # B £ ^ & a ^ # ^ te, -it ttta«ift*>t^Lsa^ 

' ^t€S^€^442^J*7Jf-&#J^10~40nm • ^ ^ 4t 
/ ft. 4t & >ft ^(ONO) * ft S£& L (PZT ; lead 
zirconate titanate) > fti&£g$&(SBT ; strontium 
bismuth tantal ate) * ft Mt « « (BaSrT i 0 8 > BST ) > ft g& & 
(SrTi0 3 ; ST) «, * * A it- € 4fc *. « * * ^ ^ A • « 
« Jf 4 4 4 & t£ € # # %L bb *P % " 

- + * It & ^.40 0 _L » ^&*«.*t«»^T« *430 # : 
<f£ 9 — =fc *J !6Mt>*428i^5fc«a4L^ & m & fa H & i® & 
ft- m m * iL «F <P428' it ft * T « * ^ W • - « & -fr « * 
442 ' J'lK Iftlfcll^Tf 3&430 & m * £- * ^ * ® - « 




0503-8058TWF(N1) : TSMC2002-0110 : Rita.ptd 



% 11 5 



i » (8) 

®J£#4M28^*&J!*iL**^*Jfc*'£8II|4L*&& • & ifc ^ 

$fc m * B £ a is. * «fe W & £-Jfc#ffi« 

PEL £ * # , ^ ^ & ^ ,tb & # * ' <£*JftJfc*#-»¥l4Li|* # 
^ $E HI ft ' f T^^ttlt^^^ ' IS *b * # ^ ^ ti 












% 1 m A rr> - &DRAM 4» - it -It * it # <£ sfr 




& B : 


• 


£2A~2HBMl&#J&B ' TP ^ *° * S ^ 




«■ A * 




it >7H iff. ; 








#3H#&7F#2Effl4L-L3Lffl : 








3£ 4 A ~ 4 F ISI ^4 ^ tt: -31- B£ * ifc fo\ g_ M ii: /Til 








# 4E* B*.*Fifc*T#l&*&#*i&>f-fc ( £ 


) 


2r iSj «•] 




ffl ; 

$ 5 fi 4& *.7F*4DB4Li*lB: 
















>f? 1 BsJ I'J* --v<- •ST' " ISJ - < — -J — 'T/Lt IHJ * 








^ 8 E # ^ 7F ^ # B ^ ^ - * ^ -f?-J _L ^ SI ° 








[ # t t ^ ] 








T ~ *f a a a It I C ~ f > 








b l ~ to it & ; w l ~ ^ 7L ; 








G- w * : PR- & PJ- 








200 *400~^^3£S>& ; 








4 0 2 ~ J# ft 4b /f ; 404-M#L4b^; 








4 0 6 ~ ^ ; 4 0 8-^^: 








410~t B a a ^^ ; 4 1 2 - 4b Hk % ; 








4 1 4 ~ ft 4b & M '. 4 1 6 ~ ft. ft 4b & % > 








4 1 7 ~ ffl ffi to ; 228 *418-428~*g 








4 2 2 - i& j& ,# ; 424-#« M o ; 








j 4 2 6 - JM# S •*£ £ £ : 230 ^430~T€*£. 









0503-8058TWF(Nl ) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



9 13 S 



242 > 442~^f>t : 444- _L € M 
42 8 " ~ m m. it *T £P : 4 5 0 - « «. * » 




1. - m ^ € i(cr own- type capacitor) » & 

- jp- * * * jfc ; 

*ll«8»Tt* ' # *J ^ * + * * * * -t- : 

4 $t ® m & iL «r ' itft^T t tti w ' -a- « * « ^ 
iL # i a* » *• 

- t *r € * ' J«/&44*!ill3fc*S'tt#T«te** * ^ * 
& iB ^ ^ * ; « 

2. *>fft^^JlBS^l^^^^^^t^' ^ till 

3 . *o t ft # *»j $g, a % i m & ^ sa a*. € ^ • * I 

T € « ^ # ?'J * ° 

5 . t tf * #«j $& ® ^ i ^ m & & ^ t • * t ts « 

Mt it *T *P ^ # *t A * £ * * ^(SOG) * *. 4b 
m(BPSG) • 

6 . *» t tf * *«j IE ffi & i *k m ifc ^ sa a*, t s • * t^i. 

*tt^A**f;#4>^* b B b ^ * • 

8 . *□ t ft * *'J IS. SI # 1 m it. ^ S ^ € ' £ + 
#6 * iL # it 4 ^ » ifc € S T t • 

9. - t E f ^(crown-type capacitor) t ii * ' 




0503-8058TWF(N1) : TSIC2002-0110 : Rita.ptd 



% 15 I 



c « ttMM'Jffclfl 

& & t n # j» : 

b ) st $k — *& j*. * ' a* « 4- ^ it & ; 

c) |'-tttS'l« ^ # ' ^ ^ ^ t It #1 ffl ° * t * ^ 
$L € & ^ £ E * • 

d) Elt-Tf fe^ ' JfcAteafcftJfc**-** *B 3£ ># £ S> a 

A tt * M o t : 

e ) /£ - £M£ >i ' ^ tt T t * * * * J3- * ^ « # Bfl a 

t : 

f ) it ft ^ 4t U & ' «. fife- ** * W a ^ 1* ti 0 a 

g ) # tt # M a t m ^ ^ « « ti £ ; 

h ) * — ^ « *J « ia * * ' w & *t « 4fc *b 3* fid *B 

- t^^tl ' 1 it f I ^ t f T f ^ ^ 

j ) jjl ^ - _L € ^ >t ' ^t^t^^t^-t° 

10. *o t it # #'J $1 ffi * 9 ^ m ifc ^ S € £L it # & ' 
*ttt4-3Ht&fc&*«filt • 

* + tt Ifc Mt Jt 4fc * £ 3. * * ( SOG ) - ft.4b^A«*^*^ 
(BPSG) • 





0503-8058TWF(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



* 16 I 



13. *o t ft # 'i ft ffl |9^^i|^E^t ii^T^ 
^ t t i t ^ # *& ^ # ° 

14. *o t tf #'J ft ffl ^Q^m^^^^^^^it^r* ' 
+ & 4b Mm. # 4b ^ a 4* flf- A ( CMP ) sR. ^ &. M 

*J ( R I E ) ma ° 

£■ t t£ _L t * # # & € # *fc ^ a a a ^ £ - 

i6.*»ttt*#'Jftfflff9^mi£^-afyi««-ii5fe** ' 

t # - $& & iL # £P 5- ^ ^ ^ 4® 5s Ml T 1 ft *P fr'J £ 

£. t # - <g, & it *f «P 5. ^ H 4® ft ^ T € « ^ *b £P fc'J g it 




0503-8058TW(Nl) : TSMC2002-01 10 : Rita.ptd 



« 17 1 



230 230 230 230 




230 230 230 230 




I 



230 



228 




zz 



228 

4 



230 



228 230 228 



zz 



230 



zz: 




228 



200 



2G 



230 



228 




zz 



228 



230 230 
1 228 n J 



ZZ 



228 n 



230 

I 




228 



200 



^2H 



V 




428 



402 
400 



444 442 
422 ( 428 




408 404 406 4 



7 404 408 



402 
400 



#4F 



% 1/17 I 



% 2/17 1 




* 3/17 H 




« 10/17 I 
MKMWIg 




I 



ft 4/17 I 



ft 5/17 I 




INK 

ft 6/17 I 





* 10/17 1 




